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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月20日(2014.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の集積回路を含む半導体ウェハのダイシング方法であって、
　前記半導体ウェハ上にマスクを形成するステップであって、前記マスクが前記集積回路
を被覆し、保護する層を含むステップと、
　前記マスクをフェムト秒ベースのレーザスクライビング工程でパターニングし、レーザ
スクライブされたマスクに各々が幅を有するスクライブラインを提供し、前記スクライブ
ラインは前記半導体ウェハの前記集積回路間の領域を露出させるステップと、
　各々が前記幅を有する溝を前記半導体ウェハ内へとプラズマエッチングし、前記集積回
路を個片化するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記マスクを前記フェムト秒ベースのレーザスクライビング工程でパターニングするス
テップが、前記半導体ウェハの前記集積回路間の前記領域にレーザスクライブされた溝を
形成するステップを含み、前記幅を有する溝を前記半導体ウェハ内へとプラズマエッチン
グするステップが、前記集積回路を個片化するためにレーザスクライブされた溝を延長す
るステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記マスクを前記フェムト秒ベースのレーザスクライビング工程でパターニングするス
テップが、波長が約５４０ナノメートル以下で、レーザパルス幅が約４００フェムト秒以
下のレーザを使用するステップを含む請求項１記載の方法。
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【請求項４】
　前記半導体ウェハをプラズマエッチングするステップが、高密度プラズマエッチング工
程を使用するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記マスクを形成するステップが、フォトレジスト層及びＩ線パターニング層からなる
群から選択される層を形成するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の集積回路が、デバイス層／基板界面で測定した場合に、幅が約１０ミクロン
以下のストリートによって分離される請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の集積回路が、制約なしのレイアウトを有する請求項１記載の方法。
【請求項８】
　複数の集積回路を含む半導体ウェハのダイシング方法であって、
　シリコン基板の上にポリママスク層を形成するステップであって、前記ポリママスク層
は前記シリコン基板上に配置された集積回路を被覆し保護し、前記集積回路は低誘電率材
料層及び銅層の上方に配置された二酸化ケイ素層を含むステップと、
　前記ポリママスク層、前記二酸化ケイ素層、前記低誘電率材料層、及び前記銅層をフェ
ムト秒ベースのレーザスクライビング工程でパターニングするステップであって、レーザ
スクライブされたポリママスクに各々が幅を有するスクライブラインを提供し、前記スク
ライブラインは前記シリコン基板の前記集積回路間の領域を露出させるステップと、
　各々が前記幅を有する溝を前記シリコン基板内へとプラズマエッチングし、前記集積回
路を個片化するステップとを含む方法。
【請求項９】
　前記二酸化ケイ素層、前記低誘電率材料層、及び前記銅層を、前記フェムト秒ベースの
レーザスクライビング工程でパターニングするステップが、前記二酸化ケイ素層のアブレ
ーションを行ってから、前記低誘電率材料層と前記銅層のアブレーションを行うことを含
む請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記フェムト秒ベースのレーザスクライビング工程でパターニングするステップが、前
記半導体ウェハの前記集積回路間の前記領域にレーザスプライブされた溝を形成するステ
ップを含み、前記幅を有する溝を前記半導体ウェハ内へとプラズマエッチングするステッ
プが、前記集積回路を個片化するためにレーザスクライブされた溝を延長するステップを
含む請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　前記フェムト秒レーザスクライビング工程でパターニングするステップが、波長が約５
３０ナノメートル以下で、レーザパルス幅が約４００フェムト秒以下のレーザを使用する
ステップを含む請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記シリコン基板をプラズマエッチングするステップは、高密度スルーシリコンプラズ
マエッチング工程を使用するステップを含む請求項８記載の方法。
【請求項１３】
　前記集積回路は約１０ミクロン以下の幅を有するストリートによって分離される請求項
８記載の方法。
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